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(57)【要約】
【課題】有機化合物層を除去する際に、破片等の異物の
発生を抑制すると共に、歩留の高く発光効率が良好な有
機ＥＬ表示装置の製造方法を提供する。
【解決手段】基板１と、基板１上に設けられる画素１１
と、から構成され、画素１１が複数の副画素（１２，１
３，１４）からなり、該副画素が、少なくとも下部電極
２と、第一中間電極層４と、上部電極８と、下部電極２
と第一中間電極層４との間に設けられる第一有機化合物
層３及び第一中間電極層４と上部電極８との間に設けら
れる第二有機化合物層５のいずれかと、を備える有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造方法において、以下に示す工程（Ａ）
～（Ｅ）が含まれることを特徴とする、有機ＥＬ表示装
置の製造方法。
　（Ａ）下部電極の形成工程
　（Ｂ）第一有機化合物層の形成工程
　（Ｃ）レーザー光を使用して第一有機化合物層を副画
素単位で部分的に除去する工程
　（Ｄ）第一中間電極層の形成工程
　（Ｅ）第二有機化合物層の形成工程
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　該基板上に設けられる画素と、から構成され、
　該画素が複数の副画素からなり、
　該副画素が、少なくとも下部電極と、
　第一中間電極層と、
　上部電極と、
　該下部電極と該第一中間電極層との間に設けられる第一有機化合物層及び該第一中間電
極層と該上部電極との間に設けられる第二有機化合物層のいずれかと、を備える有機ＥＬ
表示装置の製造方法において、
　以下に示す工程（Ａ）～（Ｅ）が含まれることを特徴とする、有機ＥＬ表示装置の製造
方法。
　（Ａ）下部電極の形成工程
　（Ｂ）第一有機化合物層の形成工程
　（Ｃ）レーザー光を使用して第一有機化合物層を副画素単位で部分的に除去する工程
　（Ｄ）第一中間電極層の形成工程
　（Ｅ）第二有機化合物層の形成工程
【請求項２】
　さらに前記第二有機化合物層と前記上部電極との間に第二中間電極層と第三有機化合物
層とがこの順に設けられ、前記工程（Ｅ）の後の工程として以下に示す工程（Ｆ）～（Ｈ
）が含まれることを特徴とする、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
　（Ｆ）レーザー光を使用して第二有機化合物層を副画素単位で部分的に除去する工程
　（Ｇ）第二中間電極層の形成工程
　（Ｈ）第三有機化合物層の形成工程
【請求項３】
　前記下部電極が副画素単位で区画されており、
　前記工程（Ｃ）において第一副画素として指定した副画素以外の副画素に設けられてい
る前記第一有機化合物層を除去することを特徴とする、請求項１又は２に記載の有機ＥＬ
表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記工程（Ｆ）において少なくとも前記第一副画素に設けられている前記第二有機化合
物層を除去することを特徴とする、請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第一有機化合物層に含まれる第一発光層と、前記第二有機化合物層に含まれる第二
発光層と、前記第三有機化合物層に含まれる第三発光層と、からそれぞれ発する光の色が
異なることを特徴とする、請求項１乃至４に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第一中間電極層及び前記第二中間電極層のうちいずれかが少なくとも金属層を有す
る層であることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロスミネッセンス（以下、有機ＥＬと記述する。）表示装置の
製造方法に関するものであり、詳しくは低分子有機発光物質あるいは電子発光ポリマーを
用いて多色表示が可能な表示装置を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネルディスプレイとして、自発光型デバイスである有機ＥＬ表示装置



(3) JP 2010-86846 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

が注目されている。有機ＥＬ表示装置の表示部には、上部電極と、下部電極と、上部電極
と下部電極との間に狭持される有機化合物層を備える有機ＥＬ素子が複数配列されている
。またこの有機ＥＬ素子は複数集合することにより画素を形成する。そして有機ＥＬ表示
装置は、画素を形成する有機ＥＬ素子が発光することにより画像を表示する。ここで多色
表示させる方法としては、各画素を複数の副画素より構成し、各副画素にそれぞれ異なる
色で発光する発光層を有する有機化合物層を設ける方法が一般的である。
【０００３】
　ここで各副画素にそれぞれ異なる色で発光するように有機化合物層を設ける方法は、発
光層を構成する発光材料によって適宜選択される。具体的には、発光材料が低分子有機発
光物質であればシャドーマスク法等が選択される。一方、発光材料が電子発光ポリマーで
あれば印刷法等が選択される。
【０００４】
　ここでシャドーマスク法は、蒸着によって有機化合物層を形成する際には便利な方法で
ある。しかし異なる色で発光するように有機化合物層を設ける際には、各発光色それぞれ
について個別のシャドーマスクを用意する必要があり、必然的に製造コスト上昇の一因と
なる。また、蒸着物質によるシャドーマスクの汚染等のために定期的にシャドーマスクを
交換する必要があることも製造コスト上昇の原因となる。さらに、画素パターンが高精細
になればなるほど微小な位置のずれが問題となり、大きいサイズの表示素子への対応も難
しくなる。
【０００５】
　一方、印刷法は副画素ごとに異なる色で発光するように、電子発光ポリマーを各副画素
に塗り分ける方法として従来より用いられている方法である。中でもインクジェットプリ
ント法は微細な副画素を１単位としてポリマー液滴を滴下・塗布できるので近年検討が進
んでいる。しかしながら、インクジェットプリント法で塗布・形成された有機化合物層の
発光効率はスピンコーティングで塗布・形成された有機化合物層のそれよりも低い。また
、インクジェットプリント法に最適化したなポリマー溶液の調製には技術的な課題が多い
。さらに、インクジェットプリント法では微細なポリマー液滴を滴下・塗布できるとはい
え微細化には限界があり、高精細になればなるほど対応が難しくなる。
【０００６】
　このような問題に対して、レーザー除去法を利用した有機ＥＬ表示装置の製造方法が特
許文献１に開示されている。特許文献１によると、以下の工程で有機ＥＬ表示装置を製造
している。
【０００７】
　（１）絶縁基板上の表面上に第一電極層と、各副画素を分離するセパレータと、を設け
る工程
　（２）第一電極層とセパレータとを含む絶縁基板全面に有機化合物層と第二電極層とを
順次形成する工程
　（３）当該有機化合物層が不要な副画素において、レーザー光を用いたレーザー除去法
によって第二電極層と有機化合物層とを除去する。
【０００８】
　この方法によれば、シャドーマスク法やインクジェットプリント法等を利用する場合と
比べて、簡単な方法で高いピクセル解像度を有する有機ＥＬ表示装置を製造することが可
能となる。
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－３２４６７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで特許文献１では、レーザー光による除去工程（上記工程（３））を行う際に、
有機化合物層とその上方にある電極層とを共に除去している。しかし、通常、電極層は金
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属や金属酸化物からなっており、下方にある有機化合物層を傷めないようにその電極層を
選択的に除去することは困難である。なぜなら、下方にある有機化合物層にもレーザー光
が届くとそのレーザー光によって当該有機化合物層の方が優先的に分解する場合があるか
らである。その結果、レーザー照射部の電極層の一部が捲れ破片となって周辺に飛散する
ことになる。そして、この捲れ破片が他の有機化合物層や電極層を形成する際に電極層間
短絡等の欠陥の原因となったり、歩留が大きく低下したり、経時変化により電極間短絡が
発生したりする場合がある。
【００１１】
　また、有機化合物層を除去した後、表面に除去しきれなかった有機化合物層の残渣が僅
かに存在しただけで、その上に別の有機化合物層を形成しても所望の発光効率を得ること
ができない。
【００１２】
　さらに、特許文献１では有機化合物層を除去する際に正孔輸送層を残し、その上の発光
層までを除去するとしているが、その際にレーザー光照射による正孔輸送層へのダメージ
が無視できず、このため発光効率が低下する。
【００１３】
　本発明は、上述した課題に鑑み提案されたものである。本発明の目的は、有機化合物層
を除去する際に、破片等の異物の発生を抑制すると共に、歩留の高く発光効率が良好な有
機ＥＬ表示装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基板と、
　該基板上に設けられる画素と、から構成され、
　該画素が複数の副画素からなり、
　該副画素が、少なくとも下部電極と、
　第一中間電極層と、
　上部電極と、
　該下部電極と該第一中間電極層との間に設けられる第一有機化合物層及び該第一中間電
極層と該上部電極との間に設けられる第二有機化合物層のいずれかと、を備える有機ＥＬ
表示装置の製造方法において、
　以下に示す工程（Ａ）～（Ｅ）が含まれることを特徴とする。
【００１５】
　（Ａ）下部電極の形成工程
　（Ｂ）第一有機化合物層の形成工程
　（Ｃ）レーザー光を使用して第一有機化合物層を副画素単位で部分的に除去する工程
　（Ｄ）第一中間電極層の形成工程
　（Ｅ）第二有機化合物層の形成工程
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、有機化合物層を除去する際に、破片等の異物の発生を抑制すると共に
、歩留の高く発光効率が良好な有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供することができる。即
ち、有機化合物層を除去する際に、破片等の異物の発生を抑制して歩留の高い有機ＥＬ表
示装置の製造方法を提供することができる。また有機化合物層を除去した後で生じる残渣
の影響を抑制するので、発光効率の高い有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供することがで
きる。さらに有機化合物層を除去する際に、除去対象となる有機化合物層よりも下層にあ
る有機化合物層へのダメージがないので、発光効率の高い有機ＥＬ表示装置の製造方法を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、基板と、該基板上に設けられる画素と、から構成される有機ＥＬ表示装置の
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製造方法に関するものである。ここで有機ＥＬ表示装置を構成する画素は複数の副画素か
らなる。
【００１８】
　そしてこの副画素は、少なくとも下部電極と、第一中間電極層と、上部電極と、第一有
機化合物層及び第二有機化合物層のいずれかと、からなるものである。ここで第一有機化
合物層は、下部電極と該第一中間電極層との間に設けられ発光層を含む単層膜又は積層体
である。また第二有機化合物層は、第一中間電極層と上部電極との間に設けられ発光層を
含む単層膜又は積層体である。
【００１９】
　副画素は、好ましくは、さらに第二有機化合物層と上部電極との間に第二中間電極層と
第三有機化合物層とがこの順に設けられる部材である。
【００２０】
　また本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、以下に示す工程（Ａ）～（Ｅ）が含まれ
ることを特徴とする。
　（Ａ）下部電極の形成工程
　（Ｂ）第一有機化合物層の形成工程
　（Ｃ）レーザー光を使用して第一有機化合物層を副画素単位で部分的に除去する工程
　（Ｄ）第一中間電極層の形成工程
　（Ｅ）第二有機化合物層の形成工程
【００２１】
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法において、好ましくは、工程（Ｅ）の後の工程と
して以下に示す工程（Ｆ）～（Ｈ）が含まれる。
　（Ｆ）レーザー光を使用して第二有機化合物層を副画素単位で部分的に除去する工程
　（Ｇ）第二中間電極層の形成工程
　（Ｈ）第三有機化合物層の形成工程
【００２２】
　以下、図面を参照ながら本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法について詳細に説明する
。
【００２３】
　［下部電極の形成工程］
　図１は、下部電極が形成された基板を示す断面概略図である。図１に示すように、本発
明においては、まず基板１上に下部電極２を形成する。
【００２４】
　基板１は、主にガラス等の絶縁性基板が挙げられるが、必要に応じてＴＦＴ等のスイッ
チング素子を当該絶縁性基板上に形成したものを基板１としてもよい。
【００２５】
　下部電極２の構成材料としては、Ｃｒ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔ等の金属単体、ＩＴＯ
、ＩＺＯ、ＺｎＯ等の金属酸化物等といった有機ＥＬ表示装置の電極材料として公知の無
機材料を使用することができる。また、下部電極２は、一層で構成されていてもよいし、
複数の層で構成されていてもよい。ここで下部電極２が複数の層で構成される場合は、具
体的な層構成として、金属単体の層と金属酸化物の層とからなる積層体が挙げられる。
【００２６】
　下部電極２を設けた後、図１に示すように、必要に応じて画素１１を構成する各副画素
（第一副画素１２、第二副画素１３、第三副画素１４）を副画素単位で区画する画素分離
膜９を形成する。画素分離膜の構成材料として絶縁性の材料が好適に使用され、具体的に
は、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂等の樹脂材料が好適に使用される。尚、画素分離膜９
は、後の工程で形成される有機化合物層、並びに中間電極層及び上部電極を副画素ごとに
分断し、各副画素を確実に分離するためにその形状が逆テーパー形状とするのが好ましい
。
【００２７】
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　［第一有機化合物層の形成工程］
　図２は、第一有機化合物層が形成された基板を示す断面概略図である。画素分離膜９を
形成した後、図２に示すように、下部電極２及び画素分離膜９を含む基板１の全面に第一
発光層を含む第一有機化合物層３を形成する。第一有機化合物層３は、発光層を含んでい
ればその層構成は特に限定されない。例えば、発光層の他に正孔注入層、正孔輸送層、電
子輸送層、電子注入層等の機能を持つ層が含まれていてもよい。
【００２８】
　第一発光層を構成する有機発光物質としては、トリアリールアミン誘導体、スチルベン
誘導体、ポリアリーレン、芳香族縮合多環化合物、芳香族複素環化合物、芳香族複素縮合
環化合物、金属錯体化合物等及びこれらの単独オリゴ体あるいは複合オリゴ体が使用でき
るが、本発明の構成として例示の材料に限定されるものではない。
【００２９】
　第一有機化合物層３に正孔注入層及び正孔輸送層のいずれかが含まれる場合、これらの
層の構成材料である正孔輸送物質として、フタロシアニン化合物、トリアリールアミン化
合物、導電性高分子、ペリレン系化合物、Ｅｕ錯体等が使用できる。ただし、本発明はこ
れに限定されるものではない。
【００３０】
　第一有機化合物層３に電子注入層及び電子輸送層のいずれかが含まれる場合、これらの
層の構成材料である電子輸送物質として、アルミに８－ヒドロキシキノリンの３量体が配
位したＡｌｑ3、アゾメチン亜鉛錯体、ジスチリルビフェニル誘導体系等が使用できる。
【００３１】
　第一有機化合物層３を構成する各層の形成方法は、低分子有機発光物質であれば蒸着法
、電子発光ポリマーであればスピンコーティング法が好ましい。
【００３２】
　［第一有機化合物層の部分的な除去工程］
　図３は、第一有機化合物層が部分的に除去された基板を示す断面概略図である。本発明
では第一有機化合物層３を形成した後、所定の副画素に形成された第一有機化合物層３を
選択的に除去する工程を行う。例えば、図３に示すように、第一副画素１２として指定し
た副画素以外の副画素（第二副画素１３及び第三副画素１４）に形成されている第一有機
化合物層３を除去する。
【００３３】
　本工程を行う際には、レーザー光を使用したレーザー除去法を用いるのが好ましい。こ
のとき、下部電極２は無機化合物よりなる層であるので、第一有機化合物層３よりもレー
ザー光によって分解されにくい。このため照射するレーザー光の強度（レーザーパワー）
を適宜調整することにより第一有機化合物層３のみを選択的に除去することができる。
【００３４】
　本工程で使用されるレーザー光は、好ましくは、波長１９０ｎｍ～３００ｎｍのエキシ
マレーザーである。またレーザー光の強度は、好ましくは、１０ｍＪ／ｃｍ2～２００ｍ
Ｊ／ｃｍ2である。また、必要に応じてレーザー光を複数回照射してもよい。
【００３５】
　［第一中間電極層の形成工程］
　図４は、第一中間電極層が形成された基板を示す断面概略図である。第一有機化合物層
の部分的な除去工程を行った後、図４に示すように、基板１の全面に第一中間電極層４が
形成される。
【００３６】
　第一中間電極層４は下部電極２と同様にＣｒ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔ等の金属単体、
ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ等の酸化物等といった有機ＥＬ表示装置の電極材料として公知の
無機化合物を使用することができる。また、第一中間電極層４は、一層で構成されていて
もよいし、複数の層で構成されていてもよい。ここで第一中間電極層４が複数の層で構成
される場合は、具体的な層構成として、金属単体の層と酸化物の層とからなる積層体が挙
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げられる。
【００３７】
　第一中間電極層４は、好ましくは、上述した無機化合物よりなる層である。またこの無
機化合物よりなる層は、好ましくは、少なくとも金属単体よりなる層（金属層）を有する
層である。ここで第一副画素１１に設けられている第一中間電極層４が有する金属層は、
下方にある第一有機化合物層３にレーザー光が到達しないように膜厚を調整するのが好ま
しい。具体的には、５ｎｍ～１００ｎｍに調整する。
【００３８】
　ところで、前工程（第一有機化合物層の部分的な除去工程）において、第一有機化合物
層３を除去処理したことにより露出される下部電極２の表面には、僅かに第一有機化合物
層３の構成材料の残渣が存在する。このため本工程において、第一中間電極層４は、その
残渣を覆うように形成することが望ましい。また、第一中間電極層４の仕事関数が次の工
程で形成される第二有機化合物層５に正孔又は電子を注入しやすいように最適化すること
が可能となるように、第一中間電極層４の構成材料を適宜選択するのが望ましい。これに
よって第二有機化合物層５の発光効率が改善される。
【００３９】
　第一中間電極層４は、蒸着法、スパッタリング法等によって形成される。
【００４０】
　［第二有機化合物層の形成工程］
　図５は、第二有機化合物層が形成された基板を示す断面概略図である。第一中間電極層
４を形成した後、図５に示すように、第二発光層を含む第二有機化合物層５が基板１の全
面に形成される。第二有機化合物層５は、第一有機化合物層３と同様に発光層を含んでい
ればその層構成は特に限定されない。例えば、発光層の他に正孔注入層、正孔輸送層、電
子輸送層、電子注入層等の機能を持つ層が含まれていてもよい。
【００４１】
　ここで第二有機化合物層５の構成材料として、第一有機化合物層３の構成材料と同様の
材料を使用することができる。また第二有機化合物層５は、第一有機化合物層３と同様の
方法により形成することができる。
【００４２】
　［第二有機化合物層の部分的な除去工程］
　図６は、第二有機化合物層が部分的に除去された基板を示す断面概略図である。本発明
では第二有機化合物層５を形成した後、所定の副画素に形成された第二有機化合物層５を
選択的に除去する工程を行う。例えば、図６に示すように、第三副画素１４に形成されて
いる第二有機化合物層５を除去する。
【００４３】
　本工程を行う際には、レーザー光を使用したレーザー除去法を用いるのが好ましい。こ
のとき、第一中間電極層４は無機材料より構成されているので、第二有機化合物層５より
もレーザー光によって分解されにくい。このため照射するレーザー光の強度（レーザーパ
ワー）を適宜調整することにより第二有機化合物層５のみを選択的に除去することができ
る。
【００４４】
　また本工程において、使用されるレーザーは、第一有機化合物層３の部分的な除去工程
で使用されるレーザーと同様のものを使用することができる。
【００４５】
　［第二中間電極層の形成工程］
　図７は、第二中間電極層が形成された基板を示す断面概略図である。第二有機化合物層
の部分的な除去工程の後、図７に示すように、基板１の全面に第二中間電極層６が形成さ
れる。
【００４６】
　第二中間電極層６は下部電極２及び第一中間電極層４と同様にＣｒ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ
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、Ｐｔ等の金属単体、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ等の酸化物等といった有機ＥＬ表示装置の
電極材料として公知の無機材料を使用することができる。また、第二中間電極層６は、一
層で構成されていてもよいし、複数の層で構成されていてもよい。ここで第二中間電極層
６が複数の層で構成される場合は、具体的な層構成として、金属単体の層と酸化物の層と
からなる積層体が挙げられる。
【００４７】
　第二中間電極層６は、好ましくは、上述した無機化合物よりなる層である。またこの無
機化合物よりなる層は、好ましくは、少なくとも金属単体よりなる層（金属層）を有する
層である。ここで第一副画素１１及び第二副画素１２に設けられている第一中間電極層４
が有する金属層は、下方にある第二有機化合物層５にレーザー光が到達しないように膜厚
を調整するのが好ましい。具体的には、５ｎｍ～１００ｎｍに調整する。
【００４８】
　ところで、前工程（第二有機化合物層の部分的な除去工程）において、第二有機化合物
層５を除去処理したことにより露出される第一中間電極層４の表面には、僅かに第二有機
化合物層５の構成材料の残渣が存在する。このため本工程において、第二中間電極層６は
、その残渣を覆うように形成することが望ましい。また、第二中間電極層６の仕事関数が
次の工程で形成される第三有機化合物層７に正孔又は電子を注入しやすいように最適化す
ることが可能となるように、第二中間電極層６の構成材料を適宜選択するのが望ましい。
これによって第三有機化合物層７の発光効率が改善される。
【００４９】
　第二中間電極層６は、第一中間電極層４と同様に、蒸着法、スパッタリング法等によっ
て形成される。
【００５０】
　［第三有機化合物層の形成工程］
　図８は、第三有機化合物層が形成された基板を示す断面概略図である。第二中間電極層
６を形成した後、図８に示すように、第三発光層を含む第三有機化合物層７が基板１の全
面に形成される。第三有機化合物層７は、第二有機化合物層５と同様に発光層を含んでい
ればその層構成は特に限定されない。例えば、発光層の他に正孔注入層、正孔輸送層、電
子輸送層、電子注入層等の機能を持つ層が含まれていてもよい。
【００５１】
　ここで第三有機化合物層７の構成材料として、第一有機化合物層３及び第二有機化合物
層５の構成材料と同様の材料を使用することができる。また第三有機化合物層７は、第一
有機化合物層３及び第二有機化合物層５と同様の方法により形成することができる。
【００５２】
　［上部電極の形成工程］
　第三有機化合物層を形成した後、基板１の全面に上部電極が形成される。
【００５３】
　上部電極は下部電極２、第一中間電極層４及び第二中間電極層６と同様にＣｒ、Ａｌ、
Ａｇ、Ａｕ、Ｐｔ等の金属単体、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ等の酸化物等といった有機ＥＬ
表示装置の電極材料として公知の無機材料を使用することができる。また、上部電極は、
一層で構成されていてもよいし、複数の層で構成されていてもよい。ここで上部電極が複
数の層で構成される場合は、具体的な層構成として、金属単体の層と酸化物の層とからな
る積層体が挙げられる。
【００５４】
　上部電極を設けることにより、図９に示される有機ＥＬ表示装置を得ることができる。
【００５５】
　以上に述べた工程のうち、画素分離膜の形成工程は省略してもよい。ただし、画素分離
膜の形成工程を省略する場合は、上部電極８を形成した後、レーザー光を用いたレーザー
除去法等により、副画素間の有機化合物層及び電極層を一括して取り除くことにより有機
化合物層及び電極層を副画素ごとに区画するのが望ましい。
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【００５６】
　本発明の製造方法により製造される有機ＥＬ表示装置は、例えば、コンタクトホール等
を用いてそれぞれの副画素を駆動回路に電気接続することによって各有機化合物層が発光
する。具体的には、画素を形成する領域の外側まで下部電極２以外の電極層（第一中間電
極層４、第二中間電極層６、上部電極８）をそれぞれ形成し、画素を形成する領域の外側
に設けられたコンタクトホールを介して駆動回路に接続する方法が挙げられる。また、各
副画素にコンタクトホールを設けておいて下部電極２以外の電極層をコンタクトホールで
駆動回路に接続してもよい。
【００５７】
　尚、各副画素にそれぞれ形成された有機化合物層（３，５，７）に含まれる発光層がそ
れぞれ異なる光の色を発する場合は、製造される有機ＥＬ表示装置は多色表示が可能とな
る。
【００５８】
　ところで、本発明の製造方法で製造される有機ＥＬ表示装置の態様は図９で示される態
様に限定されるものではない。例えば、図１０に示されるように、各副画素に有機化合物
層が一層ずつ設けられる態様も含まれる。この態様の場合、好ましくは、上記工程（Ｆ）
（第二有機化合物層の部分的な除去工程）において少なくとも第一副画素１２に設けられ
ている第二有機化合物層５を除去する。尚、図１０に示される有機ＥＬ表示装置の製造方
法については後述する実施例において詳細に説明する。
【実施例】
【００５９】
　以下、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法を実施例に基づき詳細に説明する。ただし
、本発明は後述する実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内であれば種
々の変更を行うことが可能である。
【００６０】
　＜実施例１＞
　図９に示される有機ＥＬ表示装置を以下に示す方法で作製した。
【００６１】
　まず、ガラス基板上に、ｐ－ＳｉからなるＴＦＴを備える駆動回路と、コンタクトホー
ルを備える平坦化膜と、を順次形成した。このように平坦化膜まで形成されたガラス基板
を基板１として次の工程で使用した。
【００６２】
　次に、スパッタリング法により、平坦化膜上に、ＡｇとＩＺＯとを順次積層・成膜して
下部電極２となる積層薄膜を形成した。このとき当該積層薄膜の膜厚を１５０ｎｍ（Ａｇ
層１００ｎｍ、ＩＺＯ層５０ｎｍ）とした。次に、この積層薄膜について、フォトリソグ
ラフィにより、画素回路に対応した副画素の形状にパターン形成した。尚、このようにパ
ターン形成された下部電極２は、平坦化膜内に設けられているコンタクトホール（不図示
）を介して対応する画素回路にそれぞれ電気接続されている。また図９に示されるように
、１つの画素は３つの副画素（第一副画素１２、第二副画素１３、第三副画素１４）を備
えている。
【００６３】
　次に、基板１及び下部電極２の上面をポリイミド樹脂でコーティングし、フォトリソグ
ラフィによるパターニングを行うことで各副画素を区画する高さ２μｍの素子分離膜９を
形成した。
【００６４】
　次に、基板１を真空加熱した後、抵抗加熱蒸着法により、下部電極２上に、第一有機物
化合物層３を形成した。この第一有機化合物層３は、正孔輸送層、発光層、電子輸送層及
び電子注入層がこの順に形成されている積層体であり、また第一有機化合物層３に含まれ
る発光層は赤色を発する発光層である。また第一有機化合物層３を構成する層はいずれも
公知の有機材料からなる層である。
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【００６５】
　次に、第二副画素１３及び第三副画素１４に相当する領域にレーザー光を部分的に照射
することにより、第二副画素１３及び第三副画素１４にて形成されていた第一有機化合物
層３を除去した。レーザー光の照射をする際には、波長２４８ｎｍのエキシマレーザー及
びフォトマスクを用いた。このときレーザーパワー及び照射回数を調整することにより、
下部電極２にダメージを与えないようにした。
【００６６】
　次に、真空蒸着法により、ＡｇとＩＺＯとを順次積層・成膜して第一中間電極層４を形
成した。このとき第一中間電極層４の膜厚を６５ｎｍ（Ａｇ層１５ｎｍ、ＩＺＯ層５０ｎ
ｍ）とした。
【００６７】
　次に、抵抗加熱蒸着法により、第一中間電極層４上に、第二有機物化合物層５を形成し
た。この第二有機化合物層５は、正孔輸送層、発光層、電子輸送層及び電子注入層がこの
順に形成されている積層体であり、また第二有機化合物層５に含まれる発光層は緑色を発
する発光層である。また第二有機化合物層５を構成する層はいずれも公知の有機材料から
なる層である。
【００６８】
　次に、第三副画素１４に相当する領域にレーザー光を部分的に照射することにより、第
三副画素１４にて形成されていた第二有機化合物層５を除去した。尚、レーザー光の照射
条件は第一有機化合物層３の部分的除去のときと同様の条件にし、レーザーパワーを調整
することにより、第一中間電極層４にダメージを与えないようにした。
【００６９】
　次に、真空蒸着法により、ＡｇとＩＺＯとを順次積層・成膜して第二中間電極層６を形
成した。このとき第二中間電極層６の膜厚を６５ｎｍ（Ａｇ層１５ｎｍ、ＩＺＯ層５０ｎ
ｍ）とした。
【００７０】
　次に、抵抗加熱蒸着法により、第二中間電極層６上に、第三有機物化合物層７を形成し
た。この第三有機化合物層７は、正孔輸送層、発光層、電子輸送層及び電子注入層がこの
順に形成されている積層体であり、また第三有機化合物層７に含まれる発光層は青色を発
する発光層である。また第三有機化合物層７を構成する層はいずれも公知の有機材料から
なる層である。
【００７１】
　次に、真空蒸着法により、ＡｇとＩＺＯとを順次積層・成膜して上部電極８を形成した
。このとき上部電極８の膜厚を６５ｎｍ（Ａｇ層１５ｎｍ、ＩＺＯ層５０ｎｍ）とした。
【００７２】
　以上により有機ＥＬ表示装置を得た。尚、本実施例で得られた有機ＥＬ表示装置は、画
素領域の外側に設けられたコンタクトホールを介して、第一中間電極層４、第二中間電極
層６及び上部電極８がそれぞれ個別に駆動回路に接続されている。これによってフルカラ
ー表示が可能となる。
【００７３】
　また本実施例により有機ＥＬ表示装置を製造する際に、特に、第一有機化合物層３及び
第二有機化合物層５の除去工程において異物の発生が抑制されていることが確認されたた
め、電極層の表面にて発生する残渣の影響を抑制することができた。これによって、高い
歩留で発光効率の高い有機ＥＬ表示装置を作製できることが確認された。
【００７４】
　＜実施例２＞
　図１０に示される有機ＥＬ表示装置を以下に示す方法で作製した。
【００７５】
　まず実施例１と同様の方法により、基板１上に第二有機化合物層５までの部材を順次形
成した。
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【００７６】
　次に、第一副画素１２及び第三副画素１４に相当する領域にレーザー光を部分的に照射
することにより、第一副画素１２及び第三副画素１４にて形成されていた第二有機化合物
層５を除去した。レーザー光の照射をする際には、波長２４８ｎｍのエキシマレーザー及
びフォトマスクを用いた。このときレーザーパワーを調整することにより、第一中間電極
層４にダメージを与えないようにした。また、第一中間電極層４を構成するＡｇ層の膜厚
を調整してレーザー光の透過を抑制することにより、第一副画素１２に相当する領域に設
けられている第一有機化合物層３にレーザー光によるダメージが及ばないようにした。
【００７７】
　次に、真空蒸着法により、ＡｇとＩＺＯとを順次積層・成膜して第二中間電極層６を形
成した。このとき第二中間電極層６の膜厚を６５ｎｍ（Ａｇ層１５ｎｍ、ＩＺＯ層５０ｎ
ｍ）とした。
【００７８】
　次に、抵抗加熱蒸着法により、第二中間電極層６上に、第三有機物化合物層７を形成し
た。この第三有機化合物層７は、正孔輸送層、発光層、電子輸送層及び電子注入層がこの
順に形成されている積層体であり、また第三有機化合物層７に含まれる発光層は青色を発
する発光層である。また第三有機化合物層７を構成する層はいずれも公知の有機材料から
なる層である。
【００７９】
　次に、第一副画素１２及び第二副画素１３に相当する領域にレーザー光を部分的に照射
することにより、第一副画素１２及び第二副画素１３にて形成されていた第三有機化合物
層７を除去した。レーザー光の照射をする際には、波長２４８ｎｍのエキシマレーザー及
びフォトマスクを用いた。このときレーザーパワーを調整することにより、第二中間電極
層６にダメージを与えないようにした。また、第二中間電極層６を構成するＡｇ層の膜厚
を調整してレーザー光の透過を抑制した。これにより、第一副画素１２に相当する領域に
設けられている第一有機化合物層３及び第二副画素１３に相当する領域に設けられている
第二有機化合物層５にレーザー光によるダメージが及ばないようにした。
【００８０】
　次に、真空蒸着法により、ＡｇとＩＺＯとを順次積層・成膜して上部電極８を形成した
。このとき上部電極８の膜厚を６５ｎｍ（Ａｇ層１５ｎｍ、ＩＺＯ層５０ｎｍ）とした。
【００８１】
　以上により有機ＥＬ表示装置を得た。ここで本実施例により有機ＥＬ表示装置を製造す
る際に、特に、有機化合物層（３，５，７）の除去工程において異物の発生が抑制されて
いることが確認されたため、電極層の表面にて発生する残渣の影響を抑制することができ
た。これによって、高い歩留で発光効率の高い有機ＥＬ表示装置を作製できることが確認
された。
【００８２】
　また本実施例では、電極層を構成し光反射性のＡｇ層の膜厚を調整することによって、
レーザー光の透過を抑制した構成となっている。これによりレーザー光による有機化合物
層の除去工程を行う際に、電極層の下方に設けられている有機化合物層へのダメージを抑
制している点に特徴がある。これによって、本実施例によって作製される有機ＥＬ表示装
置は、各副画素に各色の有機化合物層のみが形成されることとなる。
【００８３】
　一方、実施例１によって作製される有機ＥＬ表示装置は、第一副画素１２及び第二副画
素１３において複数の有機化合物が積層されている構造であるため、トップエミッション
タイプの有機ＥＬ表示装置に適用すると光取り出し効率が低下する。他方、実施例２によ
って作製される有機ＥＬ表示装置は、このような問題がないため、トップエミッション構
造ではより望ましい構造である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
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【図１】下部電極が形成された基板を示す断面概略図である。
【図２】第一有機化合物層が形成された基板を示す断面概略図である。
【図３】第一有機化合物層が部分的に除去された基板を示す断面概略図である。
【図４】第一中間電極層が形成された基板を示す断面概略図である。
【図５】第二有機化合物層が形成された基板を示す断面概略図である。
【図６】第二有機化合物層が部分的に除去された基板を示す断面概略図である。
【図７】第二中間電極層が形成された基板を示す断面概略図である。
【図８】第三有機化合物層が形成された基板を示す断面概略図である。
【図９】実施例１において作製された有機ＥＬ表示装置を示す断面概略図である。
【図１０】実施例２において作製された有機ＥＬ表示装置を示す断面概略図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１　基板
　２　下部電極
　３　第一有機化合物層
　４　第一中間電極層
　５　第二有機化合物層
　６　第二中間電極層
　７　第三有機化合物層
　８　上部電極
　９　画素分離膜
　１１　画素
　１２　第一副画素
　１３　第二副画素
　１４　第三副画素
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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